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BO BIẾN THiÊN NHANH CỦA TỪ TRƯỞNG YẾU 
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NGUYỄN KHANG CƠỜHG 
HOẢNG LÀM TỬ BẢNH

Phương pháp đo từ  trường yều  như tử trưởng trái đát bâng m àng B ỏ n g  lử  
íhiếa nay được dùng trong nhiều trưởng hợp rẫ tth u ìn  tiện. Phòng thí nghiệm  vât 
lý  vô  tuyến trirờng B ạí học Tông hợp đã thiết kể và lắp ráp m ột m ấy do loại này  
và đă đạt kỗt quả như sa u : '

Sơ đồ khổi của th iết bị đuợc vẽ trên hình 1

H ìn h  i  : Sơ đồ khồi của dung cu đo biỗn thiôn cốa thành phần từ  trưởng  
“'hưóng dọc trực của b iến  tir m àng m ỏng từ .

1. B iển tử  uiàtig m ản g  tử  và máy phải cao lẳn fj.
2 . 4. Chia tàn. 3. Tách sóng nhạy pha và lọc Sơ bộ,
5 . Máy phát tần sỗ m ốc fr 6; Kbuếch ứạì một chiẽu và m ạch lọ c
7. Mạch phản hồi. 8. Von kế hoặc hộ íự ghi.

Biến tử  đo gôm  m àng m ỏng từ  cao tàn. các cuộn dày từ  hóa và cuộn  công  
tác cuốn quanh vuông góc YỚi nhau. BiỄn tỉr M y  đirợc đặt trong từ  trường cằn  
khào sốt. Tăn sỗ  của m ốy.phảt cao lân đơ ợ c đ iè »  chĩnh aao cho vòng bám pha 
hoật động: T in  h iệu  tử «nẲy phât sau khi đ ư ợc khuếch đại đệm  được đưà vào  
m ột bộ chia v ờ i hệ số ch ia  2". Tín hiệu tần sỗ  {hấp ồ  lố i ra bộ chia nậy dược  
đưa vào bộ tách sóng nhạy pha đùỉiií mạch hoặc tuyệt đối cung với tín  h iện  thu  
được từ  m áy phát tín h iệ u  tần «ố m ốc qua một mạch chia lân v ó i  hệ số  ehia 2m. 
Kbi có bám pha : f, fr

-ặ" * 2"" hay fi = fr-2n-m
N guyên lý  hoạt đ ộn g  cua thiết bị đo như sau : Khi từ trtrờng càn đo b iến  

đôi, độ lự  tham  (i của m àng m ỏng từ  biến đối theo, độ tự càm của cuộn công  
tâe thay đồi k hiến  tần s ố  và do đo pha của dao động cao tần biến đôi. Vi m ột 
-Sự thay đôi tàn số  cũng co i như  thay đồi về pha.



u  =  Um s in  (w -ị- cp0)
Khi u  =  w0 +  A«*>(t) do đó

u  =» u m8in[ » 0t  +  <P0 +  A « ( t) .t  ] =  u msin(w0l +  <p)

Trong đỏ <p =  (p0 +

Như Tậy ờ  bộ tách sóng nhạy pha xuẵt h iện  d iện  áp biến đòi chậm  tỉ lệ v ớ  
đ ộ  lệch  pha giữa hai tin h'lệu. Điện áp này được k huyễchđậi rôi qua m ạch phản  
h é i dè tạo ra từ  trư ờng bù cãn bằng sự thay đỗi của từ trường can đo.

Thật v ậy  mạch phân hòi tạo.ra một đòng phản hồi A I  chạy qua cuộn phản  
iiồi ờ  b iến  tủ -tạ o  từ  trư ờ n g  A H  bủ  trừ  Eự b iế n  đò i A H  của từ  t rư ờ n g  n g o à i. 
D o đó điện áp A U  ở  bộ lọc hoàn toàn tỉ lệ  vớ i a H’.

A U
Vi A H  -  A I p h in  hôi; A I  p hin  b6i =  R f b i a  m  .

Quan hộ g ỉn  như tu y ẽo  tính  gỉtta A Ü  và A H  lỉnợ c duy tri trong vùng g itt 
pha của TÒBg bám pha : hinh 2

ThỉỄt bị đo là  một hệ tự  điều ch ình  
tần «Ố và từ trường phức tạp  có eău  
trúc như hỉnh 3.

4
Quan hè d iện  ốp lrti ra và độ lệch  pha H ln h  3
giữa hai tin hiệu lối v ào  của bộ 80 pha Sơ đò khối hệ tự điêu chình tan *6 và  

từ trường.
1. Biến tử  đo 2. Cơ cáu c im  biến thuận
3. Mạch gia eông tín hiệu 5. Cơ cẫu biẽn đồi ngược

chiẽu thuận.
4. Mạch phân hôi.

Nễu gọi K lả tích côa  hộ sổ  biến đồi cùa bộ ,c im  biến  từ trưởng — lẳn sỗ {Ej) 
▼à hệ 80 truyền đạt thuận Kj của hệ điện tử  tân số — điện á p ; K =  K,.Kj.

ÔíAH) là tín hiệu sử a : ô (A H ) -  A H  -  A U ’
p là tích của hệ số phản hòi Kg YỚi hệ số  biễn đồi ngược đ iện  áp —từ trưỜDg(ẵt)i 

p =  K3.K4.
K;ỗ(A H )  =  A U  V*

AH' = PAU (• ).
Ạ H ’
Kệ

Do đó Ô(AH) =



Nếu chọn mạch sao cho Iíp »  1 thl Ỗ(AH) «  0 

A H ’ -  A H .

Như vậy đo  Ạ U  tử (® > cỏ thề suy ra A ÏÏ' hay &H.

Đẽ lẫy  naẫu thiết bị đo, dùng cuộn X ốlênổit hao k ín  đău đo đề  tạo ra tự  
th ay  đôi của từ  trườug ngoài. Đ iện áp một chiều ớ bộ lọe thay đồi theo từ  trường  
đ ó  và được ghi lạ i trên đô thị ỈT h lu h 4.

Các đường b iẽu  d iẻn  trên hinh này cho tháy trờ phản hồi càng tăng tứ c lả 
d òng điện phản hòi hay từ trường bù trừ A i r  càng giảm thì độ hbạy của th iêl

H ình  4

Đ ưòng biễu d iễn  độ b iến  đồi điện  
ủp ừ bộ lọc theo độ biến đối từ  
trường Hgoài.
I. trờ phản hồi Rf = 2  kQ

m V
Độ nhạy s  =  0,13 -

II. trở phản h ồ iR f =  12 Jvỉ2.

Độ nhạý s  =  0,21

III. trừ phản hồi JPtf =  33_ * . _ mV 
Độ ah ạ y  s  =  0;5 -—ị —
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TQgmyễn Khang Cnừag, Hoang Lam Tứ Bảnh

MEASURING THE FAST VARIATION ƠF THE WEAK MAGNETIC
FIELD BY USING THE HIGH FREQUENCY ANISO,TROPIC T H IN
f e r r o m a g n e t i c  f il m s

Variâting  m agnetom eter using thill ferrom agnetic film s can measure cont.i- 
nuxsuaỉy Ihe variation o f  weak m agnetic field . This var iation is changed into th e  
variation o f  frequency, then in to  the variable voilage. The m easurem ent range  

,o f  the rti^gnelic f ie ld  variation is S': 2D.OÛ0 gamm a. The sensitivity is 0,1-^^- -Ï-'

The precision  is  lOr9-;- Ắ0-4, The inertia o f  djvice is r Ba 70m s. The váltae 
o f  T can be changed by varying the RC filter o f feed back loop.

Bộ môn Vật lỷ  Vò luyến  
Kb Oft Yậ t ỉý, T rtrờ ng Đ H r H I íằ  Nội
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RADIATIVE RECOMBINATION OF EXC1TION IN n —TYlJE 
SEMICONDUCTORS

Tbe radiative recom bination o f  exc ilon s in n —typ e sem iconduciors under the 
in flu en ce o i‘ both free and donor electrons is considered . Besides the m echanism  
o f  influence o f free e lectron s treated in [5], there m ay be three other ones. T he 
num eral calculation  is  m ade fo r  CdS.
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